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Aufgabe 9.1 – 9.3
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Aufgabe 11
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Noch Fragen ?
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Allgemeines :
Anschlüsse Gate(G), Drain(D), Source(S)
Vgl.: Bipolar: Basis(B), Kollektor(C), Emitter(E)

Unterscheidung zwischen linearem Bereich und Sättigungsbereich

UDS < UGS – Uth :    linearer Bereich

UDS > UGS – Uth :    Sättigungsbereich
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Feldeffekttransistoren

Wichtig !!! Stehen nicht auf der Formelsammlung
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Sperrschicht-FET (JFET)

Spannungen und Ströme am n-Kanal JFET

Spannungen und Ströme am p-Kanal JFET
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JFET Großsignalersatzschaltbilder

Da UGS negativ ist wird die Diode in Sperrrichtung betrieben, es fließt 
also kein Gatestrom:   IG = 0 mA
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JFET Kleinsignalersatzschaltbild

S*uGS
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Metal-Oxid-Semiconductor-Field-Effect-Transistor
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Isolierschicht-FET (MOSFET)
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Auch hier gilt wieder IG = 0mA
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MOSFET Großsignalersatzschaltbild
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MOSFET Kleinsignalersatzschaltbild

S*uGS
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Skript Seite 97

10.07.201813



Institut für Mikro- und Nanoelektronische SystemeSven Flerlage – Tutorium 3 Feldeffekttransistoren

Bei konstantem Wert von UDS => ID für unterschiedliche UGS ablesen
𝐼𝐼𝐷𝐷 gegen UGS auftragen 

Gerade einzeichnen 
=> Schnittpunkt der Geraden mit 𝐼𝐼𝐷𝐷 = 0 => Uth

10.07.201814

Berechnen von Uth
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Noch Fragen ?
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Aufgabe 12
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Aufgabe 13
RG = 10kΩ ; IG sei vernachlässigbar ; für AC => Kondensatoren= Kurzschluss
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n-Kanal MOSFET; Uth = -1,5 V; ID0 = 5mA
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Aufgabe 14
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Aufgabe 15 (optional)
B=β=100; UBE=0,7V; RC1=100kΩ; RC2=12kΩ; RB=330kΩ; RE=1,8kΩ; Ub=12V
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Aufgabe 16 (optional)
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Ersatzschaltbilder der Feldeffekttransistoren
UDS < UGS – Uth :    linearer Bereich
UDS < UGS – Uth :    Sättigungsbereich
Berechnung von Uth aus dem Kennlinienfeld
unterschiedliche Verhalten der  verschiedenen FET´s

Skript Seite 97
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Zusammenfassung
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Noch Fragen ?
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Nächstes Tutorium:  26.06.2018
Thema: Operationsverstärker
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Ausblick
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Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit
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